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基礎的なことがら

金属と半導体は伝導度の温度係数が逆である。

　　　金属：自由電子モデルによると抵抗が絶対温度に比例する

　　　半導体：バンドギャップのモデルによると Arrhenius 活性型の伝導度を示す

電導度はレンジが広い

半導体や半金属の周期表上における所在 (産業技術総合研究所 佐藤浩志氏の記事を参考)

周期表は原子の電子構造に基づいて元素を配列したものである。だから、単体の性質にも似た周期性がみら

れる。その電気的性質が金属的か、半導体的（または半金属的）か、あるいは絶縁的かを元素の周期表に記

入すると、下の周期表のように三つの領域に分かれる。半導体（または半金属）の単元素物質は金属と絶縁

体にはさまれた比較的狭い領域に限られる。このうち、典型的半導体は 14 族の Si とGe である。斜めの

境界はその元素物質が境界の両側の性質を示すことを表す。例えば、C はダイヤモンドになると絶縁体であ

り、グラファイトになると半金属である。半導体のエネルギー構造は、価電子帯と伝導帯のバンドの間に禁

制帯が存在し、そのエネルギー幅（エネルギーギャップ）が 0 ~ 約3 eV であるのに対し、半金属では価

電子帯と伝導帯がエネルギー的にわずかに重なり、価電子帯の電子の一部が伝導帯に移って、両バンドがと

もに電流に寄与する。

（なお、半導体は単体でない化合物群、酸化物、硫化物、ハロゲン化物などにも多く見られる）

 
(注：この A,B という表記は古い。４B族とは 14 族のこと)
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